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1 まえがき
現在、ミリ波帯を用いた無線通信の研究が盛んに行わ

れている。より正確な通信を行うために受信機内フィル
タの高線形化が必要とされている。帯域 1GHzの広帯域
フィルタには Gm－ Cフィルタが適しており、高線形
Gmセルを用いることでフィルタの高線形化が期待でき
る。しかし、高線形Gmセルは帯域が狭いという問題が
ある。そこで、クロスカップルキャパシタを用いて帯域
を改善する手法を提案する。

2 高線形 Gmセル
従来の高線形Gmセルの回路図を図 1に示す。高線形

Gmセルは線形性の良い回路として知られている [1]が、
ノード X の寄生容量が大きくなるため帯域が狭いとい
う問題がある。従来は抵抗 RSと並列に容量を挿入し、
ゲインピーキングを行うことで帯域を改善していたが、
1 GHzの広帯域フィルタを構成するには不十分である。
そこで、クロスカップルキャパシタを用いる手法を提

案する (図 2)。この手法はノード Xのの寄生容量を打ち
消し帯域を伸ばすことで、Gmセルの帯域を改善する。
挿入する容量値CCは、この回路の第一ポールと挿入し
たゼロ点が一致するような次式の値を用いる。

CC ≈ C0

2(gm3RS−1)
(1)

ここでC0はノード X の寄生容量を表している。

3 シミュレーション結果
図 3に、それぞれのGmセルとカットオフ 1 GHz,5次

Gm-Cラダーフィルタの周波数特性を示す。シミュレー
ション条件は、65nmCMOSプロセス、Gm= 4.5 mS、電
源電圧は 1.2 V、CC = 140fF、CS = 90fFとした。また、
Gmセルの消費電力は 5.4 mWで、フィルタの消費電力
は 70.7 mWである。
高線形GmセルのGm値のピーク値を揃えて帯域を比

較すると、提案手法は従来手法の約 6倍となった。その
結果、従来手法では発生した 1 dB程度のピーキングが
生じず、理想的なバタワース特性を得ることができた。

4 まとめ
高線形Gmセルの帯域を改善する手法を提案した。提

案手法を用いることでGmセルの帯域を従来手法を用い
た高線形Gmセルの約 6倍に改善することができた。ま
た、提案手法を用いることで 1 GHz,5次のGm-Cラダー
フィルタをピーキングなく実現した。
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図 1. 従来手法を用いた高線形 Gmセル

図 2. 提案手法を用いた高線形 Gmセル
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(a) Gmセル　 Gm値
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(b)フィルタ　ゲイン
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(c) Gmセル　位相
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(d)フィルタ　位相

図 3. シミュレーション結果


